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1.序論 

走査型近接場光学顕微鏡(SNOM)による観

察は透過光強度と表面形状の 2種類の像を

観測し、光学特性と物理的形状の比較を行

うことができる。セレン化ビスマス

(Bi2Se3)はトポロジカル絶縁体の性質があ

り、ナノサイズ化によって光学特性が変化

すると期待されている。液中レーザーアブ

レーションの適用や適用時間を変化させる

ことで、結晶の変化や光学特性を調べるこ

とを目的とする。 

2.実験方法 

レーザーアブレーション前、120分および

240分レーザーアブレーションした Bi2Se3

試料を用意する。Bi2Se3をガラス基板上に

配置し、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)

をスピンコートする。スピンコート後にア

ニーリングを行い、SNOM観察をした。 

3.結果 

Fig. 1a.bは SNOMにより測定した単一セ

レン化ビスマスの透過光強度と表面形状の

断面図である。これらから粒子中心部分の

吸光度を見積もった。 

Fig. 2は 3種類の Bi2Se3におけるそれぞ

れの粒子の高さに対する吸光度をプロット

し、Lambert-beer則を仮定し、直線近似

で解析したものである。Bi2Se3はレーザー

アブレーション適用前後や適用時間で吸光

度の評価値に変化が生じた。 アブレーシ

ョンによる欠陥準位の導入が原因と考えて

いる。直線から逸脱する点は、表面での光

散乱の効果などが一因であろう。 
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Fig. 1 a) Cross section of light intensity image. 

b) Cross section of topography image. 

 

 

Fig. 2 Optical absorbance as a function of 

particle height for three kind of Bi2Se3 
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